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28-29 aпpeJul 2014 г. состоялась наr{но-техническаll конференция молодьж

специаJIистов, на которой было представлено 25 докладов:

В соответствии с решением экспертной группы,

ПРИКАЗЫВАЮ ПРИСУЩИТЬ:

1. Одну первую премию:

НЕЧАЕВУ Е.А. (ОАО кЩНИИ <Электрон>), <Разработка технологии групповой отмывки

подложек lnAs в парах органических растворителей>>

2. Щве вторых премии:

ЯКОВЛЕВОЙ М,&ОАО (ЦНИИ <Электрон>), кИсследование однородности толщины

эпитаксиzlльного слоя стр}ктур InAs диаметром 76мм дJuI мишеней ИК ФПУ <Катер>>

КАРАБЕШКИНУ К.В. (ЗАО кНПП <Элар>), кМетоды сенсибилизации

светоч}ъствительной поверхности в технологии производства ПЗС-мalтриц с обратной

засветкой>)

З. Тритретьихпремии:

АНДРЕЕВУ Л.Д. (ОАО кЩНИИ кЭлектрон>), <Щистробоскопический метод индикации

резонанса конструкции)

КОВАЛИШИНОЙ Е.А. (ОАО (ЦНИИ кЭлектрон>), кИзмерение толщины

эIIитаксиального слоя фоточувствительной мишени ФПУ <Катер>>

СЕРГЕЕВУ Ю.И. (ЗАО (НПП <Элар>), <Особенности фотолитографии при изготовJIении

крупноформатньIх ФППЗ)

4. Четыре поощрительных премий:

ПАНКРАТОВОЙ Е.М. (ОАО (ЦНИИ <Электрон>), кМаркетинг-менеджмент наукоемкого

предприятия ОАО (ЦНИИ <Электрон>>

ЯКОВЛЕВУ Г.Е. (СПбГЭТУ (ЛЭТИ), каф. МНЭ), кКонцентрационное профилирование

полупроводниковьIх структур электрохимическим методом)



КОМКОВУ О.С., ФИРСОВУ Д.Д. (СПбГЭТУ (ЛЭТИ), кОптические характеристики

автоэпитаксиаJIьного слоя InAs, освещаемого через сильнолегированную подложку>

БАБИНОВУ Н.А., БАРЧЕНКО В.Т. (СПбГЭТУ (ЛЭТИ). <Исто.пrик быстрьпс нейтралов с

пониженньтм рабочим давлением))

ГАJIЬТЕР Д.П. (ОАО (ЦНИИ <Электрон>), кРезультаты исследования

фотолюминесценции пористого кремнияD, < Исследование спектраJtьньж харzжтеристик

фильтров и просветJuIющих покрытий, используемьIх в разрабатываемьIх ФЭП, на

спектрофотометре СФ-256)

5. Выплатить rrремии победителям в рiвмере:

перваrI премия - по 90 тыс. руб.;

BToparI премия - по 40 тыс. руб.;

третья премия - по 30 тыс. руб.;

поощрительнаlI tIремия - шо 15 тыс. руб.

б. Присудить премию <<За подготовку и профессиональньй рост нагшьгх

кадров) руководителю:

Лапушкиной Л.В. - 30 тыс. руб.

Генеральный директор о.В. Алымов
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